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Covalent Material’s Wafer Products Corresponding to Customer’s Various needs.

多様化する用途に応えるコバレントマテリアルのウェーハ

コンセプト  Concept

活性層厚さ∝電圧  Active layer thickness in proportion to voltage

共存領域共存領域共存領域

拡散ウエーハ

拡散層 Diffused layer

活性層を支える部分
Diffused layer that supports active layer

　→Superior to tolerance for 300ｍｍ　silicon wafers (very strict range)

半導体を作り込む部分
Patterning area for each devices

活性層厚さ
50～150±3μm
Device active layer 
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活性層 Active layer

直径：100～150mm（125mm主流）エピタキシャル
ウェーハ

ウェーハ

低電圧領域
エピタキシャル

中高電圧領域
拡散ウェーハ

価
格  Price

・耐高電圧領域の個別半導体素子用シリコンウェーハ
Silicon wafer for high voltage individual semiconductor devices Tolerance of active layer thickness →within ±3μm

Concept

・耐交差±3μm以内の活性層の厚さを実現

裏面からの不純物拡散により活性層を支える拡散層を形成
Formation of diffused layer that supports active layer by diffusion of
impurities from backside of each wafer

Diffused waters拡散ウェーハ

大量処理が可能  →安定供給
High-volume treatment  → Constant supply

活性層の厚さ公差　±3μm  　→最先端300mmシリコンウェーハより厳しい
Tolerance of active layer thickness   ±３μm

代表的製品・特徴  Features

Diffusecl wafer

コンセプト  Concept

・パワーデバイスやMEMS等、多様な用途に使用できます
Various applications (Power devices MEMS etc.)

Products corresponding to customer’s various needs Realizing terrace free
・多様化するお客様のご用途に対応する製品群 ・業界唯一のテラスフリーウェーハを実現

・先端製品への展開
Evolution of our leading products
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薄膜SOI

厚膜SOI
高耐圧、訪電体分離素子

Power IC、Photo Diode 

高速LSI
Bipolar、Bi-C MOS

MEMS
Micro Electro Mechanical System

活性層厚さ（μm）

活性層厚さ精度 Tolerance for active layer thickness

±0.3μm

±0.5μm

厚膜SOIウェーハ Thick SOI wafer

高品質Sub.ウェーハ
High quality substrate wafer

低欠陥ウェーハ
Low defect wafer

特殊面方位ウェーハ
Unique surface orientation wafer

大口径化

φ200mm

φ150+α→φ150mm
φ100+α→φ100mm

φ150mm

接着
Bond

研磨
Polishing

段付加工
Standard

外周加工
Edge processing
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代表的製品・特徴  Features 中核技術  Core technology

ウェーハ直径 Diameter

面方位 Surface orientation

タイプ（ドーパント） Type (Dopant)

活性層厚さ Active layer thickness

活性層厚さ公差 Tolerance of active layer thickness

埋込み酸化厚さ Buried oxide film thickness

埋込み酸化厚さバラツキ Tolerance of buried oxide film thickness

ウェーハ基板厚さ Wafer substrate thickness

（100）、（111）、（110）

N（Phos、As、Sb）、P（Boron）

2.0～200.0μm

±0.5μm（条件付）

4.0μm

±5.0％以内

100mm

200～625μm 300～665μm

125mm 150mm

Thick film SOI wafer厚膜SOIウェーハ

接着不十分
Incomplete bond
1～2mm

酸化膜
Oxide film
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今後の方向・計画  Future direction and plan

テラスフリー
Terrace free wafer

Large wafer size

中核技術  Core technology

活性層厚さ∝電圧

赤外線
Infrared rays

α

d
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∵屈折図n＝sin α/sinβ

2d/socβ＝2dsin α sinβ/cosβ＝2d   ｎ２─sin3α

遠赤外線光路差 Optical path difference of IR＝

表面で反射する光1と下層面で反射する光2との差

活性層の厚さ
Active layer thickness

β

拡散ウエーハ

従来Conventional

拡散層

・赤外線を用いた「非破壊」での活性層測定技術
Nondestructive measurement of active layer thickness by using infrared rays

・高品質を堅持し供給能力アップで市場拡大

エピタキシャルウエーハ
Epitaxial wafer

1.置き換え対象の拡大
　 Superiority in manifold device performanceｓ 価格 Price 共存領域

2.大口径化 Large wafer size

φ100㎜→φ150㎜→φ200㎜

3.製品厚さ薄化 Thinning of wafer thickness

φ150㎜→ Thickness ：200μ㎜

活性層精度向上
Reduction of tolerance for active layer thickness

拡散ウェーハ化

広い安全動作領域
Wide safety operation area

価格優位性
Price superiority

＊1   対エピタキシャルウェーハ比
＊１   compared to epitaxial wafer

＊1

＊1

破壊しなければ活性層の測定ができなかった
Destructive measurement

現在Current

赤外線により破壊せずに活性層を測定する測定器を
開発し活性層の厚さ制御に活用
Nondestructive measurement by using infrared rays
→We can controll layer thickness

今後の方向・計画  Future direction and plan

Diffusecl wafer

Active layer thickness in proportion to voltage

Diffusecl wafer




